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ЗАЛЕЖНІСТЬ  ПАРАМЕТРІВ  ОБМІННОЇ  ВЗАЄМОДІЇ 
ВІД  СКЛАДУ  ТВЕРДИХ  РОЗЧИНІВ  Hg1-xMnxTe1-ySey 

На основі досліджень магнітної сприйнятливості кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey (0<х≤0,3; 0<у≤0,1), 
проведених методом Фарадея в інтервалі температур 77÷360К, визначено парамагнітні тем-
ператури Кюрі та інтеграли обмінної взаємодії, встановлено їх залежність від складу твердих 
розчинів. 

On the basis of the reseach of magnetic crystals susceptibility Hg1-xMnxTe1-ySey (0<х≤0,3; 0<у≤0,1), 
wich were carried out by Faraday’s method in the interval of temperatures from 77÷360K, it is deter-
mined Curie’s paramagnetic temperatures and integrals of exchange interaction and it is established 
their dependence on solid solution composition. 

Тверді розчини заміщення Hg1-xMnxTe1-ySey, 
властивості яких частково висвітлені в роботах 
[1-3], відносяться до напівмагнітних напівпро-
відників. 

Дослідження магнітної сприйнятливості крис-
талів Hg1-xMnxTe1-ySey (0<х≤0,3; 0<у≤0,1), одер-
жаних методом Бріджмена, проведені методом 
Фарадея в інтервалі температур 77÷360 К з метою 
виявлення впливу на магнітні параметри фактора 
заміщення частини атомів телуру атомами селе-
ну. Одержані температурні залежності оберненої 
магнітної сприйнятливості атомів Mn ( ), яку 

обчислювали наступним чином: =(χ−χ0)-1 
(де χ - вимірювана магнітна сприйнятливість 
зразка Hg1-xMnxTe1-ySey; χ0= −0,34⋅10-6 см3/г − 
діамагнітна сприйнятливість HgTe, а магнітною 
сприйнятливістю вільних носіїв заряду і впли-
вом селену нехтували), аналогічні залежностям 

=f(T), які представлені та проаналізовані в 
роботі [1]. 
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У [1] відзначалось, що особливості (злами), які 
спостерігаються на залежностях =f(T), для 
Hg1-xMnxTe1-ySey зумовлені переходом у пара-
магнітний стан кластерів різних розмірів і типів: 
Mn−Te−Mn−Te, Mn−Se−Mn−Se і змішаних Mn− 
Se−Mn−Te. 
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Автори роботи [4] в рамках високотемпера-
турного наближення (kБТ>>ΕА, де ΕА − енергія 
обмінної взаємодії між атомами, які володіють 

власними магнітними моментами) одержали та-
кий вираз для величини парамагнітної темпера-
тури Кюрі θ:  
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де ℑp - інтеграл обмінної взаємодії для пари су-
сідів, kБ - постійна Больцмана, Zp - число каті-
онних станів у р-координаційній сфері, а S=5/2 
для атомів Mn. Константа θ0 відповідає гранич-
ній величині θ(х) для гіпотетичного магнітного 
напівпровідника з х=1 і структурою напівпровід-
ників типу АIIBVI. 

Вираз (1) дозволяє визначити величину об-
мінного інтеграла ℑ1 пари сусідів (пари атомів 
Мn у випадку Hg1-xMnxTe1-ySey) в першій коор-
динаційній сфері (Z=12): 
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Екстраполяція до нуля усереднених в області 
високих температур залежностей =f(T), які 
описуються законом Кюрі-Вейса: 
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χMn=С/(T−θ),                         (3) 
дає значення θ для зразка з заданим складом "х" 
і "у". 

Експериментальні залежності θ(х), які одер-
жані для у=0,05 та у=0,1, є прямими лініями 
(рис.1). Екстраполяція цих залежностей до х=1 
дає θ0=−535 К (для у=0,05) і θ0=−546 К (для 
у=0,1). 
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Рис.1. Залежність парамагнітної температури Кю
від вмісту марганцю в зразках Hg1-xMnxTe1-ySe
у=0,05 (1), у=0,1 (2). 

Одержані значення θ0 дозволяють визна
за формулою (2) величину обмінного інтег
ℑ1/kБ = –7,6 К (для у=0,05) та ℑ1/kБ = –7,8 К
у=0,1). 

Ці результати вказують на те, що вели
обмінного інтеграла (як "усереднена" вели
для пар Mn−Te−Mn та Mn−Se−Mn в крист
Hg1-xMnxTe1-ySey) збільшується з ростом
оскільки збільшується кількість пар Mn−Se−
кристалі, які характеризуються більшим за в
чиною ℑ1/kБ порівняно з парами Mn−Te−Mn
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